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１．概要（Summary） 

スピン偏極発光ダイオードをはじめとするスピン

機能光デバイスを開発するためには、光学活性層へス

ピン状態を保持したまま長距離輸送することが必要

とされる。先行研究により、チャネル幅をサブミクロ

ン幅に減少させることで、スピン緩和時間が飛躍的に

長くなることが理論的に予測されている[1]。昨年度に

引き続き本研究では、微細ナノ加工技術を用いて、半

導体輸送バリアの 1 次元チャネル化を行い、異なる幅

をもつサブミクロン1次元半導体スピン輸送チャネル

を作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム描画装置（エリオニクス、ELS-3700）、EB

加熱・抵抗加熱蒸着装置（菅製作所、AV096-000） 

【実験方法】 

試料には、分子線エピタキシー法により GaAs(100)

基板上にエピタキシャル成長させた In0.5Ga0.5As 量子

ドットを用い、GaAs キャップ層で埋め込み、その上

にAl0.15Ga0.85AsバリアまたはGaAs/Al0.15Ga0.85As超

格子バリアを成長した。試料を大気中に取り出し有機

洗浄を行った後、EB 加熱・抵抗加熱蒸着装置を用い

て Au(30 nm)/Cu(3 nm)の二層薄膜を成膜した。電子

ビーム描画装置を用いて 200、300、400、500 nm の

4 種類の大きさのドットのマスクパターンを作製した。

次いで、試料を AURUM304 のエッチャントに浸して

不要部の Au/Cu 二層薄膜を除去することで、EB レジ

ストと Au/Cu 薄膜からなるマスクパターンを得た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1は同一試料上に作製した４種類の大きさのマ

スクパターンの光学顕微鏡像およびSEM像を示す。

それぞれのパターンは、設計より10~15％ほど大きく

なっている。また、Au表面上のEBレジストの密着が

悪いため、Au/Cu二層薄膜のエッチング時に剥がれた

マスクパターンも見られた。今後、ウェットエッチン

グの条件の改善が求められる。 
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Fig. 1 Optical microscope images of the dot pattern with 
a size of (a) 500 nm, (b) 200 nm, (c) 400 nm and (d) 300 
nm. The inset in each image shows the scanning 
electron microscope image. 


